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【緒言】高周波プラズマ化学気相析出(RFPECVD)法で合成した水素化アモルファス炭素

(a-C:H)膜はプロセス中に負バイアス電圧を印加することにより膜構造がポリマー状からア

モルファス状へ変化することが分かっている 1)。本研究では、分光エリプメトリーを用いて、

異なる負バイアス電圧を印加して合成した a-C:H 膜の近赤外から紫外までの屈折率 n と消

光係数 kの波長依存性を調査した。 

【実験方法】a-C:H 膜は、RFPECVD

法で単結晶(100)シリコン基板上に合

成した。原料に C6H6と H2、キャリア

ガスに高純度 Arを用いた。CVD チャ

ンバ内においてダイオード高周波電

極にて周波数 13.56 MHz、RF電力 20 

W,ガス流量 15 cm
3
/min、圧力 0.1 Torr

の条件で 15 分間合成した。合成時に

基板側に負パルスバイアス電圧を

0~0.5 kV 印加した。近赤外から紫外ま

での a-C:H 膜の波長特性が分光エリ

プソメトリーを用いて評価した。 

【結果と考察】Figure 1 aと b に異な

る負パルスバイアス電圧を印加して合

成した a-C:H 膜の近赤外から紫外領域

までの屈折率 n と消光係数 k を示す。

負バイアス電圧 0.0、0.1、0.2、0.3、0.4、

0.5 kV において、n の極大値と k が立

ち上がる時の波長は両方とも高波長側

にシフトし、特に n は徐々に増大する

ことが分かった。これより、負バイア

ス電圧印加することで、膜構造が変わ

るとともに光学定数も変わると考え

られる。 1) 周小龍 他、第 61回応用物理学会春季学術講演会 (2014) 17p-D6-3 
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Fig.1. The refractive index (a) and extinction coefficient (b) of 

a-C:H films with different wavelengthes and negative bias voltages. 
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